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Inventia sa refera la industria de aparate, in special la procedee de inregistrare a informatiei optice pe purtator
reliefografic si poate fi folositd in sistemele care functioneaza in regim dinamic.

Este cunoscut procedeul de inregistrare reliefografica a informatiei optice care se misca fatd de purtatorul
fototermoplastic [1]. Procedeul se efectueazd in modul urmator. Cadrul intreg este expus de imaginea care se misca.
Sensibilizarea electrica si developarea termica se efectueaza zonal prin fagia care se misca uniform de-a lungul cadrului
in directia miscarii informatiei optice. Aceste doud procese prevad prezenta a doud elemente, care se misca (elementul
de coronare si elementul de incélzire) cu dimensiuni geometrice anumite de ordinul a cativa mm. Atunci rapiditatea
sistemului de inregistrare va fi limitata de viteza de deplasare a doud elemente, iar puterea de rezolutie va fi limitatd de
catre dimensiunile elementului de incalzire si ale filamentului de coronare.

Mai apropiat dupa esenta tehnica si rezultatul obtinut este procedeul de inregistrare a informatiei pe purtatorul
fototermoplastic de pe ecranul cu fascicul electronic [2], care include expunerea, sensibilizarea si developarea termica.
Acest procedeu permite inregistrarea tuturor fazelor de miscare a spotului de pe ecranul tubului cu fascicul electronic
(TFE). in procesul de inregistrare al unui ciclu se efectueaza inscrierea miscarii spotului pe ecranul TFE. Miscarea
urmatoare a spotului de pe ecranul TFE se efectueazd dupa deplasarea blocului de inregistrare in altd pozitie. Asadar,
inregistrarea se repetd ciclic pana la sfarsitul procesului de inscriere. in final pe purtitorul reliefografic se obtine
imaginea totald a procesului care are loc pe ecranul TFE.

Insa acest procedeu de inregistrare presupune ca intre ciclurile de inscriere s aiba loc deplasarea blocului de
inregistrare. in afard de aceasta, mai este nevoie de timp pentru a pregati blocul de inregistrare. Evident, la deplasarea
blocului de inregistrare in altd pozitie, timpul de pregatire a lui trebuie sa fie mai mic decat perioada de timp dintre
aparitiile semnalului. Asadar, nu este prevazuta inregistrarea semnalului care apare intre ciclurile de Inscriere.

Durata fiecarui ciclu este limitata de viteza de sensibilizare si developare. Pentru procesul real de inregistrare a
informatiei pe purtatorul fototermoplastic sunt necesare cateva secunde.

Fiecare ciclu nou de inregistrare este nsotit de deplasarea blocului de inregistrare, de procesele de incarcare si
incalzire, ceea ce presupune dimensiuni relativ mari ale obiectului inregistrat (de ordinul mm).

Astfel, pe de o parte rapiditatea functionarii (periodicitatea inregistrarii semnalului optic) acestui procedeu este
limitata principial de timpul pregatirii ciclului de inscriere si de vitezele sensibilizarii si incalzirii. Pe de altd parte,
obiectele care se Inregistreaza sunt cu frecventd joasa din cauza ca Inregistrarea are loc 1n regim fotografic. Ca urmare
densitatea informatiei este scdzutd pentru aceasta metoda.

Problema pe care o rezolva inventia este cresterea rapiditatii si majorarea densitétii informatiei inregistrate pe
un cadru de purtator fototermoplastic.

Esenta inventiei constd 1n aceea ca procedeul de Inregistrare a informatiei pe purtitor fototermoplastic include
expunerea, sensibilizarea si developarea termica, totodata expunerea se efectueaza succesiv impulsiv cu holograme de
inalta putere de rezolutie a cadrului intreg la doud temperaturi diferite: la o temperaturd cu 20°C mai joasd decét
temperatura de curgere a fototermoplasticului in 90% din timpul total de inregistrare a cadrului si la temperatura de
curgere in celelalte 10% de timp.

Rezultatul inventiei constd n majorarea rapiditatii de inregistrare a imaginilor interferometrice i majorarea
densitatii informatiei datorita expunerii succesive impulsive a purtatorului fototermoplastic (PFTP). Durata expunerii
depinde numai de sensibilitatea PFTP si de timpul in care are loc trecerea de la o expunere la alta prin imaginea
interferometricd. Timpul de trecere de la o expunere la alta depinde de caracteristicile tehnice ale sistemului de expunere
consecutiva (in cazul cadrului imobil) sau de timpul de miscare al cadrului si timpul de atingere a stabilitatii de vibratie
(in cazul cadrului mobil §i expunerea prin imaginea interferometrica).

Majorarea densitatii informatiei se atinge datoritd inregistrarii imaginilor cu inaltd frecventd. Frecventa de
inregistrare este limitatd de frecventa de rezonanta a stratului termoplastic si de difuzia transversald a purtatorilor de
sarcind fotoexcitati in stratul semiconductor.

Frecventa de rezonanti a termoplasticului este determinatd considerabil de grosimea sa. Inregistrarea
frecventelor de ordinul 1000 - 1500 mm™' poate fi efectuati pentru grosimea stratului de termoplastic egali cu 0,3 - 0,4
um.

In timpul expunerii stratului semiconductor prin imaginea interferometrici apare fotoconductibilitatea
neomogena in conformitate cu imaginea luminii. Perechile electron-gol sunt divizate de campul electric, care apare intre
ionii pozitivi pe suprafata termoplasticului si electrodul PFTP conectat cu pamantul. Acest proces asigura difuzia
transversald. Datoritd concentratiei neomogene a purtatorilor de sarcind transversal campului electric apare difuzia lor.
Difuzia transversala duce la disiparea contrastului electrostatic latent §i respectiv la micsorarea contrastului imaginii
vizibile In timpul deformarii termoplasticului. Gradul de difuzie creste odatd cu cresterea frecventei imaginii
interferometrice $i concomitent cu cresterea temperaturii. Din aceastd cauza expunerea cu durata t; se efectuecaza cu
temperatura scazuta T;.

Pe de altd parte, temperatura T, se alege astfel incat in timpul sensibilizarii indelungate prin descarcarea
coronara pe stratul termoplastic sa se produca o deformatie cu addncime mica, care in timpul atingerii temperaturii T, va
fi amplificata si va atinge nivelul maxim pana la momentul finisarii Inregistrarii cadrului intreg.

Potentialul electrodului de coronare se alege mic reiesind din conditia atingerii de catre potentialul superficial a
modulului de deplasare al termoplasticului la sfarsitul procesului de inregistrare.
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Exemplu de realizare a inventiei

PFTP are urmatoarea structurd: suportul metalizat de polietilentereftalat - stratul fotosensibil semiconductor pe
baza solutiei solide de halogenizi de arsen - stratul termoplastic de vizualizare In modul poliepoxipropilcarbazol cu
grosimea 0,4 pm.

Schema optica permite expunerea PFTP prin spot cu diametrul de 400 pum, obtinut prin compunerea a doua
fascicule laser. Spotul de lumini este modulat de imaginea interferometrici cu frecventa 1000 mm™. Celula de
inregistrare cu PFTP poate fi miscatd dupa doud coordonate cu pasul 400 pm, astfel Incat spoturile laser acopera cadrul
intreg. Spoturile laser cu imaginea de interferenta se afla nemijlocit unul langa altul. Cadrul PFTP cu dimensiunea 24 x
35 mm va fi expus de 5280 holograme ale oglinzii plane.

Timpul de expunere impuls al unui spot laser este egal cu 5 ms. Expunerea este asiguratd de catre discul cu
fanta care se roteste. Frecventa de rotatie a discului si lirgimea fantei determina timpul de expunere egal cu 5 ms. in
timpul miscarii celulei de inregistrare dintr-o pozitie in alta (45 ms) discul acopera fasciculul laser. Sistemul de miscare
este apdrat de vibratii, asigurand stabilitatea imaginii de interferenta in timpul expunerii. Timpul total de inregistrare al
tuturor celor 5280 de holograme este egal cu 264 s.

Developarea termica a PFTP se efectueaza in celula de inregistrare, elementul de incélzire al céreia se afla la
temperatura de 63°C. Simultan cu inceputul expunerii se efectueaza sensibilizarea in cAmpul descarcarii coronare cu
potentialul filamentului de coronare egal cu 3,0 kV in timp de 264 s. Consecutiv se efectueazd expunerea cadrului PFTP
prin spoturi laser cu imaginea interferometrica. Peste t;=198 s elementul de incalzire se comuteazad la temperatura
T,=84°C. Peste 30...40 s pe elementul de incilzire se stabileste temperatura 84°C care se pastreaza la acest nivel pana
la sfarsitul incarcarii.

O parte de expunere are loc la temperaturd scazutd (T,;=63°C), care asigurd acumularea succesiva a
potentialului superficial pana la atingerea modulului de deplasare al termoplasticului la momentul de finis al incarcarii.
In timpul t; deformatia se dezvoltd lent, rimanand la nivel cu adancime mica. Imaginea electrostatica latentd in timp se
relaxeazd, dar in acest procedeu de inregistrare ea se pastreazd in modul deformatiei cu adancime mica care succesiv se
amplifica. In acelasi timp zgomotul nu apare, deoarece nu s-a atins nivelul de deformatie.

Alta parte a expunerii are loc la temperatura ridicatd T,, ceea ce asigura majorarea deformatiei, careia ii
corespunde un timp mai mic (t,=66 s). A doua parte a expunerii este mai aproape de regimul simultan obisnuit, cu
singura diferentd ca dezvoltarea deformatiei are loc pe fondul incélzirii cu viteza 21°C in 30...40 s. Din cauza ca
expunerea are loc la o temperaturd aproape de starea viscoelastica a termoplasticului, modulul de deplasare se atinge
mai repede pentru hologramele expuse in fondul timpului t,. Deformatia respectivd depaseste deformatia haotica din
cauza cad imaginea electrostaticd nu dovedeste sa se disipeze si are contrast Tnalt.

Astfel, pe PFTP peste 264 s se Inregistreaza imaginea totald sub forma de 5280 holograme ale oglinzii plane.



